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板の表面状態の改善と析出物の減少を狙い、メタノール量を変化させて Er および Si の濃度の検
討を行なった。Erおよび Siの mol濃度の減少に伴い析出物の増加が見られる一方、薄膜表面が均
一化していることがわかった。また、PLの発光強度もメタノールを 90mLにすることで増加した
が、それ以上に増やすと十分な反応が行われなくなり、安定して Er2SiO5結晶が作れなくなった。
その後、噴き付け間隔を変化させ、更なる良質の薄膜を作製しようと試みたが、諸事情により高
温アニール炉が使用できなくなった結果、満足なデータは得られなかった。 
以上のように本研究においてスプレーCVD 法を用いた Er2SiO5結晶の作製に成功し、この手法
の有効性を示せた。今後は薄膜表面の状態の改善を行ない、均一な薄膜にすることが必要である。 
 
